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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine mikroli-
thographische Projektionsbelichtungsanlage sowie ein mi-
krolithographisches Belichtungsverfahren. Eine erfin-
dungsgemaflle mikrolithographische Projektionsbelich-
tungsanlage umfasst eine Pulslichtquelle (110, 210) zur Er-
zeugung von Pulslicht, eine Beleuchtungseinrichtung (130,
230) und ein Projektionsobjektiv, wobei die Beleuchtungs-
einrichtung (130, 230) eine Objektebene des Projektions-
objektivs beleuchtet und wobei die Objektebene mittels des
Projektionsobjektivs in eine Bildebene des Projektionsob-
jektivs abgebildet wird und wobei zwischen der Pulslicht-
quelle (110, 210) und der Beleuchtungseinrichtung (130,
230) wenigstens ein photoelastischer Modulator (120, 220)
angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine mikrolithographi-
sche Projektionsbelichtungsanlage sowie ein mikroli-
thographisches Belichtungsverfahren.

[0002] Mikrolithographische Projektionsbelich-
tungsanlagen werden zur Herstellung mikrostruktu-
rierter Bauelemente, wie beispielsweise integrierter
Schaltkreise oder LCD's, angewendet. Eine solche
Projektionsbelichtungsanlage weist eine Beleuch-
tungseinrichtung und ein Projektionsobjektiv auf. Im
Mikrolithographieprozess wird das Bild einer mit Hilfe
der Beleuchtungseinrichtung beleuchteten Maske (=
Retikel) mittels des Projektionsobjektivs auf ein mit
einer lichtempfindlichen Schicht (Photoresist) be-
schichtetes und in der Bildebene des Projektionsob-
jektivs angeordnetes Substrat (z.B. ein Siliziumwa-
fer) projiziert, um die Maskenstruktur auf die licht-
empfindliche Beschichtung des Substrats zu Ubertra-
gen.

[0003] In der Beleuchtungseinrichtung ist fir man-
che Anwendungen die Erzeugung von mdglichst un-
polarisiertem Licht erwiinscht, wozu es erforderlich
ist, das von der Laserquelle ausgehende linear pola-
risierte Licht zu depolarisieren.

[0004] Aus DE 199 21 795 A1 ist es hierzu bekannt,
in einem Beleuchtungsstrahlengang einer Projekti-
onsbelichtungsanlage zur Erzeugung unpolarisierter
Strahlung ein rotierendes, die Polarisation anderndes
Element in Form einer Lambda/2-Platte anzuordnen,
wobei die einzelnen Pulse des als Lichtquelle ver-
wendeten Lasers so mit der Drehbewegung der
Lambda/2-Platte synchronisiert werden, dass die
Lambda/2-Platte sich von Puls zu Puls um 45° weiter-
dreht und somit sich die Pulse nach der Lamb-
da/2-Platte paarweise in ihrer Polarisationswirkung
aufheben.

[0005] Aus US 2004/0262500 A1 sind ein Verfahren
und eine Vorrichtung zur bildaufgelésten Polarimetrie
eines von einer gepulsten Strahlungsquelle (z.B. ei-
nem Excimerlaser) erzeugten Strahlenbischels z.B.
einer mikrolithographischen Projektionsbelichtungs-
anlage bekannt, wobei zwei zu unterschiedlichen
Schwingungsfrequenzen angeregte photoelastische
Modulatoren (PEM) sowie ein Polarisationselement
z.B. in Form eines Polarisationsstrahlteilers im Strah-
lengang platziert werden, die Strahlungsquelle zum
Aussenden von Strahlungspulsen in Abhangigkeit
vom Schwingungszustand des ersten und/oder des
zweiten PEMs angesteuert wird und die von dem Po-
larisationselement kommende Strahlung mittels ei-
nes Detektors bildaufgelOst detektiert wird.

[0006] Bei den oben genannten photoelastischen
Modulatoren (PEM) handelt es sich um optische
Komponenten, die derart aus einem Material herge-
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stellt sind, welches Spannungsdoppelbrechung
(SDB) zeigt, dass eine Anregung des PEM zu akusti-
schen Schwingungen zu einer periodisch wechseln-
den mechanischen Spannung und somit zu einer
zeitlich variierenden Verzdgerung fuhrt. Mit ,Verzdge-
rung" wird die Differenz der optischen Wege zweier
orthogonaler (senkrecht zueinander stehender) Pola-
risationszustéande bezeichnet. Derartige photoelasti-
sche Modulatoren (PEM) sind im Stand der Technik,
z.B. US 5,886,810 A1 oder US 5,744,721 A1 hinlang-
lich bekannt und werden fiir den Einsatz bei Wellen-
langen des sichtbaren Lichts bis hin zum VUV-Be-
reich (ca. 130 nm) z.B. von der Firma Hinds Instru-
ments Inc., Hillsboro, Oregon (USA) hergestellt und
vertrieben.

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
eine mikrolithographische Projektionsbelichtungsan-
lage sowie ein mikrolithographisches Belichtungsver-
fahren bereitzustellen, mittels der bzw. durch das
ohne Notwendigkeit beweglicher, insbesondere rotie-
render optischer Komponenten eine pulsaufgeldste
Modulation des Polarisationszustandes erreicht wer-
den kann.

[0008] Eine erfindungsgemafle mikrolithographi-
sche Projektionsbelichtungsanlage umfasst:
— eine Pulslichtquelle zur Erzeugung von Puls-
licht;
— eine Beleuchtungseinrichtung; und
— ein Projektionsobjektiv, wobei die Beleuchtungs-
einrichtung eine Objektebene des Projektionsob-
jektivs beleuchtet und wobei die Objektebene mit-
tels des Projektionsobjektivs in eine Bildebene
des Projektionsobjektivs abgebildet wird;
— wobei zwischen der Pulslichtquelle und der Be-
leuchtungseinrichtung wenigstens ein photoelas-
tischer Modulator angeordnet ist.

[0009] Der photoelastische Modulator kann in fir
sich bekannter Weise durch geeignete (z.B. akusti-
sche) Anregung einer zeitlich variierenden Verzoge-
rung unterworfen werden, welche wiederum mit dem
Pulslicht zeitlich korreliert werden kann, so dass ein-
zelne (z.B. aufeinanderfolgende) Pulse des Pulslich-
tes jeweils einer definierten Verzégerung und damit
einer definierten Veranderung ihres Polarisationszu-
standes unterworfen werden, wobei diese Verande-
rung auch fiir einzelne Pulse unterschiedlich sein
kann. Dabei werden durch den erfindungsgemafien
Einsatz eines photoelastischen Modulators zur Er-
zeugung dieser pulsaufgeldsten Variation des Polari-
sationszustandes bewegliche (insbesondere rotie-
rende) optische Komponenten vermieden, wodurch
insbesondere auch eine in solche Komponenten in-
folge z.B. auftretender Fliehkrafte induzierte Span-
nungsdoppelbrechung und eine damit einhergehen-
de unerwinschte Beeinflussung der Polarisations-
verteilung vermieden wird.
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[0010] Gemal einer bevorzugten Ausfliihrungsform
kann beispielsweise die 0.g. zeitliche Korrelation der-
art erfolgen, dass sich zwei aufeinanderfolgende Pul-
se des Pulslichtes nach Austritt aus dem photoelasti-
schen Modulator in ihrer Polarisationswirkung gegen-
seitig auftheben, bzw. bei Austritt aus dem photoelas-
tischen Modulator in ihrer Polarisationsrichtung or-
thogonal zueinander orientiert sind, um im Ergebnis
unpolarisiertes Licht in der Beleuchtungseinrichtung
Zu erzeugen.

[0011] Gemal einer bevorzugten Ausfliihrungsform
istin der Beleuchtungseinrichtung ferner ein polarisa-
tionsbeeinflussendes optisches Element angeordnet.

[0012] Im Rahmen der vorliegenden Anmeldung ist
unter einem polarisationsbeeinflussenden optischen
Element grundsétzlich jedes Element zu verstehen,
das die Eigenschaft hat, einen Eingangspolarisati-
onszustand von Licht, welches auf dieses Element
trifft, in einen anderen Polarisationszustand umzu-
wandeln, sei es durch Drehung der Polarisationsvor-
zugsrichtung des Lichtes, Ausfilterung der Lichtkom-
ponente eines bestimmten Polarisationszustandes
oder Umwandlung eines ersten Polarisationszustan-
des in einen zweiten Polarisationszustand. Des Wei-
teren kann die Anderung des Polarisationszustandes
grundsatzlich sowohl in Transmission als auch in Re-
flexion oder Absorption der Lichtkomponente eines
Polarisationszustandes erfolgen.

[0013] Gemal einer bevorzugten Ausfliihrungsform
weist dieses polarisationsbeeinflussende optische
Element vier Polarisatorelemente auf, die in Um-
fangsrichtung um eine optische Achse der Beleuch-
tungseinrichtung um 90° gegeneinander versetzt an-
geordnet sind, wobei zwei einander gegeniberlie-
gende Polarisatorelemente fiir Licht einer ersten Po-
larisationsrichtung durchlassig sind und die Gbrigen
beiden Polarisatorelemente fir Licht einer zweiten,
hierzu senkrechten Polarisationsrichtung durchlassig
sind.

[0014] Mittels eines derartigen polarisationsbeein-
flussenden optischen Elementes kann in Verbindung
mit einem gemal der oben beschriebenen Weise
durchgefiihrten, pulsaufgeldsten Wechsel der Polari-
sationsrichtung zwischen einem in vertikaler Rich-
tung polarisierten, horizontalen Beleuchtungssetting
und einem in horizontaler Richtung polarisierten, ver-
tikalen Beleuchtungssetting gewechselt werden, so
dass ohne bewegliche Teile und in schneller Folge
zwischen einem flr vertikale Strukturen optimierten
Beleuchtungssetting und einem fiir horizontale Struk-
turen optimierten Beleuchtungssetting umgeschaltet
werden kann.

[0015] Das polarisationsbeeinflussende optische
Element ist bevorzugt in einer Pupillenebene der Be-
leuchtungseinrichtung angeordnet.
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[0016] GemalR einer bevorzugten Ausfiihrungsform
handelt es sich bei diesem polarisationsbeeinflus-
senden optischen Element um ein Polarisationsfilter.

[0017] GemaR einem weiteren Aspekt betrifft die Er-
findung auch ein mikrolithographisches Belichtungs-
verfahren, bei welchem mittels einer Pulslichtquelle
erzeugtes Pulslicht einer Beleuchtungseinrichtung ei-
ner Projektionsbelichtungsanlage zugeflihrt wird, wo-
bei Pulse des Pulslichtes vor Eintritt in die Beleuch-
tungseinrichtung jeweils definierten Anderungen ih-
res Polarisationszustandes ausgesetzt werden, wo-
bei diese Anderungen des Polarisationszustandes
mittels wenigstens eines im Strahlengang des Puls-
lichtes angeordneten photoelastischen Modulators
erfolgen.

[0018] GemalR einem weiteren Aspekt betrifft die Er-
findung auch die Verwendung eines photoelasti-
schen Modulators in einer mikrolithographische Pro-
jektionsbelichtungsanlage zur definierten, pulsaufge-
lésten Anderung des Polarisationszustandes von
durch die Projektionsbelichtungsanlage hindurch tre-
tenden Lichtes.

[0019] Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind
der Beschreibung sowie den Unteranspriichen zu
entnehmen.

[0020] Die Erfindung wird nachstehend anhand von
in den beigeflgten Abbildungen dargestellten Aus-
fuhrungsbeispielen naher erlautert.

[0021] Es zeigen:

[0022] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Teils einer mikrolithographischen Projektionsbelich-
tungsanlage gemaR einer ersten Ausfihrungsform
der Erfindung;

[0023] Fig. 2 eine schematische Darstellung eines
Teils einer mikrolithographischen Projektionsbelich-
tungsanlage gemafl einer zweiten Ausfihrungsform
der Erfindung;

[0024] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines
in der Projektionsbelichtungsanlage von Fig. 2 ein-
gesetzten polarisationsbeeinflussenden optischen
Elementes in Draufsicht; und

[0025] Fig. 4a, b schematische Darstellungen zur
Erlduterung der Wirkung des Elements aus Fig. 3 bei
Bestrahlung mit Licht unterschiedlicher Polarisations-
richtung.

[0026] Fig. 1 zeigt zur Erlauterung der erfindungs-
gemafien Vorrichtung zur Beeinflussung der Polari-
sationsverteilung in einer mikrolithographischen Pro-
jektionsbelichtungsanlage gemal einer ersten Aus-
fuhrungsform zunachst eine Pulslichtquelle 110, wel-
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che polarisiertes Licht erzeugt. Die Pulslichtquelle
110 ist typischerweise ein Excimerlaser, z.B. ein
ArF-Laser mit einer Arbeitswellenlange von 193 nm.
In derin Fig. 1 in Pfeilrichtung verlaufenden Lichtaus-
breitungsrichtung nach der Pulslichtquelle 110 befin-
det sich ein photoelastischer Modulator (PEM) 120
sowie diesem in Lichtausbreitungsrichtung nachge-
ordnet eine Beleuchtungseinrichtung 130 einer mi-
krolithographischen Projektionsbelichtungsanlage.

[0027] Der PEM 120 wird in fir sich bekannter Wei-
se Uber eine Anregungseinheit 140 zu akustischen
Schwingungen angeregt, sodass sich in dem PEM
120 eine mit einer Modulationsfrequenz zeitlich vari-
ierende Verzoégerung ausbildet, wobei diese Modula-
tionsfrequenz von der mechanischen Dimensionie-
rung des PEM's abhangig ist und typischerweise im
Bereich von einigen 10kHz liegt. In Fig. 1 wird nun
angenommen, dass die Druckrichtung bzw. die
Schwingungsrichtung in einem Winkel von 45° in Be-
zug auf die Polarisationsrichtung des von der Puls-
lichtquelle 110 ausgesandten und auf den PEM 120
auftreffenden Laserlichtes angeordnet ist. Die Anre-
gung des PEM 120 durch die Anregungseinheit 140
wird mit der Emission der Pulslichtquelle 110 durch
eine geeignete Triggerelektronik korreliert.

[0028] Von der Pulslichtquelle 110 wird nun ein ers-
ter Puls zu einem Zeitpunkt erzeugt, zu dem die Ver-
zbgerung in dem PEM 120 gerade Null betragt. Ein
zweiter Puls wird von der Pulslichtquelle 110 zu ei-
nem Zeitpunkt erzeugt, zu dem die Verzdgerung in
dem PEM 120 die Halfte der Arbeitswellenlange, also
N2, betragt. Auf diesen zweiten Puls wirkt der PEM
120 somit als Lambda/2-Platte, so dass die Polarisa-
tionsrichtung des zweiten Lichtpulses bei Austritt aus
dem PEM 120 gegenuber seiner Polarisationsrich-
tung bei Eintritt in den PEM 120 um 90° gedreht ist.
Da der PEM 120 mit einer Frequenz von einigen 10
kHz betrieben wird und somit die Periodendauer der
angeregten Schwingung des PEM 120 grof3 im Ver-
gleich zur Pulsdauer (ca. 10 Nanosekunden) der
Pulslichtquelle 110 ist, wirkt auf das Licht der Puls-
lichtquelle 110 in dem PEM 120 wahrend der Puls-
dauer eine quasi-statische Verzégerung.

[0029] Da die beiden zuvor beschriebenen Pulse
bei Austritt aus dem PEM 120 in ihrer Polarisations-
richtung orthogonal zueinander orientiert sind, heben
sie sich nach Austritt aus dem PEM 120 bzw. bei Ein-
tritt in die Beleuchtungseinrichtung 130 paarweise in
ihrer Polarisationswirkung auf. Infolgedessen ergibt
sich durch die Uberlagerung in der Beleuchtungsein-
richtung unpolarisiertes Licht.

[0030] Gemal einer weiteren Ausfihrungsform wird
die Anregung des PEM 120 durch die Anregungsein-
heit 140 mit der Emission der Pulslichtquelle 110 so
korreliert, dass ein erster Puls den PEM 120 zu ei-
nem Zeitpunkt durchlauft, zu dem die Verzégerung in
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dem PEN ein Viertel der Arbeitswellenlange, also A4,
betragt (was z.B. zu linkszirkular polarisiertem Licht
fuhrt), und ein zweiter Puls wird von der Pulslichtquel-
le 110 zu einem Zeitpunkt erzeugt, zu dem die Verzo6-
gerung in dem PEM 120 von gleichem Betrag und
entgegengesetztem Vorzeichen ist, also —A/4 betragt
(was dann zu rechtszirkular polarisiertem Licht flhrt),
oder umgekehrt. Die Uberlagerung einer Vielzahl sol-
cher Paare von Lichtpulsen ergibt somit bei Austritt
aus dem PEN 120 bzw. Eintritt in die Beleuchtungs-
einrichtung 130 ebenfalls unpolarisiertes Licht.

[0031] Fig.2 zeigt eine weitere Ausfiihrungsform
der Erfindung, wobei zu Fig. 1 im Wesentlichen funk-
tionsgleiche Teile mit um 100 erhéhten Bezugsziffern
bezeichnet sind. Gemal Fig. 2 befindet sich in einer
Pupillenebene der Beleuchtungseinrichtung 230 ein
polarisationsbeeinflussendes optisches Element
232, dessen Aufbau anhand von Fig. 3 naher erlau-
tert wird.

[0032] Das polarisationsbeeinflussende optische
Element 232 weist eine Anordnung aus vier Polarisa-
torelementen 233 bis 236 auf, welche in einem licht-
undurchlassigen Trager 237 jeweils um 90° versetzt
angeordnet sind. Ein derartiges polarisationsbeein-
flussendes optisches Element ist z.B. in der offen ge-
legten Patentanmeldung US 2005/0140958 A1 be-
schrieben. Die Polarisationsrichtungen bzw. Durch-
lassrichtungen der einzelnen Polarisatorelemente
233 bis 236 sind in Eig. 3 anhand der Doppelpfeile
P1 bis P4 bezeichnet. Die Polarisatorelemente 233
bis 236 selbst kdnnen in bekannter (in vorstehend ge-
nannter US 2005/0140958 A1 beschriebener) Weise
aus paarweise aneinander gefiigten polarisationsse-
lektiven Strahlteilerschichten aufgebaut sein.

[0033] Wie schematisch in Fig. 4a und Fig. 4b dar-
gestellt, wird nun mittels der bereits anhand von
Eig. 1 beschriebenen Methode die Polarisationsrich-
tung des aus der Pulslichtquelle 210 austretenden
Lichtes vor Eintritt in die Beleuchtungseinrichtung
230 so modifiziert, dass die Polarisationsrichtung pul-
saufgeldst zwischen der x-Richtung (Fig. 4a) und der
y-Richtung (Fig. 4b) wechselt. Im erst genannten
Falle, d.h. bei Einstellung der Polarisationsrichtung
der x-Richtung geman Fig. 4a, wird durch die Wir-
kung des polarisationsbeeinflussenden optischen
Elementes 232 das so polarisierte Licht nur von den
Polarisatorelementen 234 und 236 durchgelassen,
wohingegen es von den Polarisatorelementen 233
und 235 blockiert wird. Hingegen wird bei Einstellung
der Polarisationsrichtung in y-Richtung gemafR
Fig. 4b das so polarisierte Licht nur von den Polari-
satorelementen 233 und 235 durchgelassen, wohin-
gegen es von den Polarisatorelementen 234 und 236
gesperrt wird.

[0034] Im Ergebnis wechselt bei der anhand von
Eig. 2 bis 4 beschriebenen Ausfihrungsform ein in

4/10



DE 10 2006 038 643 A1

vertikaler Richtung (y-Richtung) polarisiertes, hori-
zontales Beleuchtungssetting pulsaufgelést mit ei-
nem in horizontaler Richtung polarisierten, vertikalen
Beleuchtungssetting. Auf diese Weise kann ohne be-
wegliche Teile und in schneller Folge zwischen einem
fur vertikale Strukturen optimierten Beleuchtungsset-
ting und einem fur horizontale Strukturen optimierten
Beleuchtungssetting umgeschaltet werden.

[0035] Des Weiteren wird ein in der Beleuchtungs-
einrichtung 230 eingesetztes und in Fig. 2 schema-
tisch eingezeichnetes diffraktives optisches Element
(DOE) 231 bevorzugt so ausgelegt, dass nur die vier
Teilelemente 233 bis 236 in der Pupillenebene aus-
geleuchtet werden (sogenanntes Quadrupol-DOE).

[0036] Wenn die Erfindung auch anhand spezieller
Ausfuhrungsformen beschrieben wurde, erschliel3en
sich fiir den Fachmann zahlreiche Variationen und al-
ternative Ausflihrungsformen, z.B. durch Kombinati-
on und/oder Austausch von Merkmalen einzelner
Ausfuhrungsformen. Dementsprechend versteht es
sich fir den Fachmann, dass derartige Variationen
und alternative Ausfiihrungsformen von der vorlie-
genden Erfindung mit umfasst sind, und die Reich-
weite der Erfindung nur im Sinne der beigefligten Pa-
tentanspriiche und deren Aquivalente beschrénkt ist.

Patentanspriiche

1. Mikrolithographische Projektionsbelichtungs-
anlage, mit
« einer Pulslichtquelle (110, 210) zur Erzeugung von
Pulslicht;
« einer Beleuchtungseinrichtung (130, 230); und
« einem Projektionsobjektiv, wobei die Beleuchtungs-
einrichtung (130, 230) eine Objektebene des Projek-
tionsobjektivs beleuchtet und wobei die Objektebene
mittels des Projektionsobjektivs in eine Bildebene
des Projektionsobjektivs abgebildet wird;
» wobei zwischen der Pulslichtquelle (110, 210) und
der Beleuchtungseinrichtung (130, 230) wenigstens
ein photoelastischer Modulator (120, 220) angeord-
net ist.

2. Mikrolithographische Projektionsbelichtungs-
anlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Anregungseinheit (140, 240) zur Anregung
des photoelastischen Modulators (120, 220) mit einer
zeitlich variierenden Verzdgerung vorgesehen ist,
wobei diese zeitlich variierende Verzdégerung mit dem
Pulslicht zeitlich korreliert ist.

3. Mikrolithographische Projektionsbelichtungs-
anlage nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass einzelne Pulse des Pulslichtes nach Austritt aus
dem photoelastischen Modulator (120, 220) jeweils
einen definierten Polarisationszustand aufweisen.

4. Mikrolithographische Projektionsbelichtungs-
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anlage nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
dass der Polarisationszustand einzelner Pulse des
Pulslichtes nach Austritt aus dem photoelastischen
Modulator (120, 220) voneinander verschieden ist.

5. Mikrolithographische Projektionsbelichtungs-
anlage nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dass sich wenigstens zwei aufeinanderfolgende Pul-
se des Pulslichtes nach Austritt aus dem photoelasti-
schen Modulator (120, 220) in ihrer Polarisationswir-
kung gegenseitig aufheben.

6. Mikrolithographische Projektionsbelichtungs-
anlage nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass in der Beleuchtungs-
einrichtung ferner ein polarisationsbeeinflussendes
optisches Element (232) angeordnet ist.

7. Mikrolithographische Projektionsbelichtungs-
anlage nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
dass dieses polarisationsbeeinflussende optische
Element (232) vier Polarisatorelemente (233-236)
aufweist, die in Umfangsrichtung um eine optische
Achse der Beleuchtungseinrichtung um 90° gegen-
einander versetzt angeordnet sind, wobei zwei einan-
der gegeniberliegende Polarisatorelemente (233,
235) fur Licht einer ersten Polarisationsrichtung
durchlassig sind und die brigen beiden Polarisator-
elemente (234, 236) fir Licht einer zweiten, hierzu
senkrechten Polarisationsrichtung durchlassig sind.

8. Mikrolithographische Projektionsbelichtungs-
anlage nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dieses polarisationsbeeinflussende
optische Element (232) ein Polarisationsfilter ist.

9. Mikrolithographische Projektionsbelichtungs-
anlage nach einem der Anspriiche 6 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass dieses polarisationsbeeinflus-
sende optische Element (232) in einer Pupillenebene
der Beleuchtungseinrichtung angeordnet ist.

10. Mikrolithographische Projektionsbelichtungs-
anlage nach einem der Anspriiche 7 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, dass in der Beleuchtungseinrich-
tung ferner ein diffraktives optisches Element (231) in
Lichtausbreitungsrichtung vor dem polarisationsbe-
einflussenden optischen Element (232) angeordnet
ist, welches derart ausgebildet ist, dass im Wesentli-
chen nur diese Polarisatorelemente (233-236) in der
Pupillenebene ausgeleuchtet werden.

11. Mikrolithographische Projektionsbelichtungs-
anlage nach einem der vorhergehenden Anspriche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Pulslicht eine
Wellenldnge von weniger als 250 nm, insbesondere
weniger als 200 nm, weiter insbesondere weniger als
160 nm aufweist.

12. Mikrolithographisches Belichtungsverfahren,
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bei welchem mittels einer Pulslichtquelle (110, 210)
erzeugtes Pulslicht einer Beleuchtungseinrichtung
(130, 230) einer Projektionsbelichtungsanlage zuge-
fuhrt wird, wobei Pulse des Pulslichtes vor Eintritt in
die Beleuchtungseinrichtung (130, 230) jeweils defi-
nierten Anderungen ihres Polarisationszustandes
ausgesetzt werden, dadurch gekennzeichnet, dass
diese Anderungen des Polarisationszustandes mit-
tels wenigstens eines im Strahlengang des Pulslich-
tes angeordneten photoelastischen Modulators (120,
220) erfolgen.

13. Verwendung eines photoelastischen Modula-
tors (120, 220) in einer mikrolithographische Projekti-
onsbelichtungsanlage zur definierten, pulsaufgelds-
ten Anderung des Polarisationszustandes von durch
die Projektionsbelichtungsanlage hindurch tretenden
Lichtes.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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